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論文の内容の要旨

半導体デバイス製造プロセス中に誘起される各種の結晶欠陥の成因，低減化法に関して研究し以下のことを明

らかにした。すなわち，Siの熱酸化膜作成時に形成される積層欠陥は界面に存在する過剰Siが原因であり，反応

メカニズムの考察より酸化前の低酸素濃度雰囲気での熱処理で欠陥を消滅できることを見出した。また，S1イオ

ン注入によって形成される欠陥はエキシマレーザアニールで回復できることを示し，この技術で次々世代LSIと

されるゲート長O．08ミクロンのMOSトランジスターを作成した。

審査の結果の要旨

注意深く精密な実験により，Siの酸化反応が従来から提唱されているモデルでは説明できないことを明らかに

し，新しいSi初期酸化モデルを提案した。これらの知見は欠陥低減化技術に結びつき，積層欠陥低減化を可能に

した。技術的な観点のみならず学術的にも価値がある。

よって，著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格を有するものと認める。
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